
AlGaN/GaN 系 Pチャネル型 HFETにおけるリーク電流制御 
Control of leakage current on AlGaN/GaN-based p-channel HFETs 
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【はじめに】AlGaN/GaN系Nチャネル型ヘ

テロ接合電界効果トランジスタ(HFET)は、2

次元電子ガス(2DEG)をチャネルに用いた高性

能なパワーデバイスとして実用化が進められ

ている。正孔をキャリアとする Pチャネル型

HFET[1]を実現できればGaNウエハ上にN/P

の相補型のパワー集積回路を作製することが

でき、小型、低損失、動作温度等で Siの限界

を超える性能が期待できる。我々は、

AlGaN/GaN系の特徴を活かした分極接合に

よる高濃度 2次元正孔ガス(2DHG)の形成技術、

および高濃度 2DHGを用いた Pチャネル型

HFETの報告を行ってきた[2-4]。その中での

一つの課題は、基板表面のｐ-GaN層を並行し

て流れるリーク電流であった[3]。本発表では、

これをリセス構造の導入で効果的に制御でき

たことを報告する。 

【デバイス構造】サファイア基板上に成長させ

た2DHGが得られるGaN/AlGaN/GaNヘテロ

構造(Fig.1(a))を基板に用いた。この上に今回

作製したデバイス構造を Fig.1(b)に示す。

2DHGのチャネルに対して下層に形成される

2DEG層をゲート電極に使う構造を用いた。 

【作製プロセス】まず、素子分離のために

2DEGを越えてGaN層までのエッチングを行

い、次に AlGaN層の途中までメサエッチング

を行った。その後、露出させた AlGaN層表面

にMo/Al/Ti(30nm/60nm/15nm)を堆積し、N2

雰囲気中 850℃アニール処理で形成したオー

ミックコンタクトをゲート電極とした。また、

最上層に Au/Ni(20nm/20nm)を堆積し、air雰

囲気中でアニール処理を行ったものをソー

ス・ドレイン電極とした。さらに今回の新たな

プロセスとしてソース・ドレイン間の p-GaN

層表面からのリセス加工を施した。チャネル長

𝐿sdは 50〜140μm、チャネル幅𝑊は全て 100μm

である。 

【結果】Fig.2に常温での Pチャネル動作の

ID-VDS特性を示す。測定デバイスは

𝐿sd = 50μm、𝑊 = 100μmであり、それぞれ(a)

リセスなし、(b)リセス深さ 40nmの測定結果

で、いずれも normally-on特性である。リセ

スなしでは表面 p-GaN層中のバルク電流がゲ

ート制御できないリーク電流として観測され

ているが、リセスを施した場合これは抑制され、

2DHGによるチャネル伝導のみが現れている。

詳細は当日の発表にて報告する。 
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Fig.1 (a) Structure of epitaxial substrates and 

(b) a fabricated Pch-HFET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 ID-VDS characteristics of Pch-HFETs, 

(a) without recess and (b) with 40nm-recess. 
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